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Рис.2 Образец полученной топлогии 
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Последние десятилетия внимание исследователей приковано к наноразмерным объ-
ектам, в частности, наноэлектромеханическим системам (НЭМС). Такие структуры на-
шли широкое применение в решении как прикладных, так и фундаментальных задач 
[1]. На базе НЭМС изготавливают сверхчувствительные датчики массы, силы, ускоре-
ния [2]. 

В данной работе теоретически исследованы и численно промоделирова-
ны резонансные свойства наноэлектромеханических резонаторов с изменяемой резо-
нансной частотой на основе закрепленных с двух концов нанопроводов, с расположен-
ными на расстоянии 100 – 1000 нм от резонатора управляющими электродами. С ис-
пользованием численного моделирования построена зависимость резонансной частоты 
нанопровода от напряжения на управляющем электроде. 

Данные численного моделирования хорошо согласуются с результатами реальных 
измерений резонансной частоты [3], полученных магнитодвижущим методом при тем-
пературе 4.2 К, которая составляет  ƒ = 2,166 МГц для нанопровода длиной 70 мкм, вы-
сотой 130 нм и шириной 200 нм. Резонансная частота, полученная по результатам чис-
ленного моделирования, составила ƒ = 2,150 МГц. 

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-

образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые техноло-
гии. Цифровая медицина».  
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СОЗДАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ РЕЗИСТИВНОЙ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ 
СВЕТОДИОДОВ INGAN/GAN ПУТЕМ ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Рибенек В.А. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 

E–mail: ribl98@mail.ru 

На сегодняшний день память типа RRAM (Resistive random-access memory - рези-
стивная память с произвольным доступом) является наиболее молодым и перспектив-
ным типом энергонезависимой памяти и представляет собой прекрасную альтернативу 
flash и SSD накопителям, а также может быть применена для нейроморфных систем. В 
последние годы особый интерес в этой области представляет создание конфигурации, 
объединяющей технологию RRAM и полупроводниковый светодиод [1-3] для возмож-
ности параллельного оптического считывания информации. Нами предложен метод 
создания резистивной памяти на базе светодиодов InGaN/GaN с одной квантовой ямой 
путем импульсного воздействия.  

Светодиоды с центральной длиной волны излучения 468 нм подвергались нами им-
пульсному воздействию с помощью источника сигналов специальной формы АКИП-

3418/2. При протекании тока большой величины в импульсном режиме происходит об-
разование подвижных дефектов и формирование в области пространственного заряда 
проводящих каналов, которые отвечают за эффект резистивного переключения и памя-
ти в полупроводниковом светодиоде. Данные эффекты подтверждаются наличием яв-
ления гистерезиса на вольт-амперных (рис.1, а) и вольт-фарадных (рис.1, б) характери-
стиках исследуемого прибора. На графиках виден четкий переход между резистивным 
и диодным состояниями структуры. Стоит отметить, что установившееся состояние со-
храняется даже при отсутствии питания. Таким образом, описанный прибор является 
энергонезависимым, как и все устройства с резистивной памятью.  

 
Рис. 1. Вольт-амперная (а) и вольт-фарадная (б) характеристики прибора (1 – измерение от 
прямого напряжения смещения к обратному; 2 – измерения от обратного напряжения 
смещения к прямому). 

 


